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あらまし：OBIRCH(Optical Beam Induced Resistance Change)法はレーザビーム光の照射熱による抵抗

変化や熱電効果を使い主にスタティックな故障解析に使われてきた。しかし、最近ＬＳＩをダイナミ

ックに動作させた状態でレーザビーム光をチップの表面や裏面から照射し、機能テストの Pass/Fail 信号

をモニターすることで故障解析を行う新しい手法が提案された。それは、SDL(Soft Defect Localization)

法と言い、ＬＳＩ動作のギリギリの状態に電圧や周波数を設定し、レーザの照射熱でコンタクトやメタル

配線などの回路パラメータを変化させて、素子の異常や回路のクリティカルパスを見つけ出す方法である。

本報告ではSDL 法の最適な評価条件やデータ取得手順について述べ、実際にシステムＬＳＩのマージナル

不良の解析を行いSDL法の有効性を示した。 

 

Abstract:  The OBIC(Optical Beam Induced Current) and the OBIRCH(Optical Beam Induced Resistance 
Change) have mainly been used for static analysis using the resistance changes and the thermo-electric effect 
by the irradiation heat of laser beam. Recently, the new failure analysis method was proposed, irradiate the 
laser beam to the LSI device what is operated dynamically, then monitor the Pass/Fail result and 
resistance/thermo changes under the functional test condition. It is named the SDL(Soft Defect Localization).  
This paper described that the optimum evaluation conditions and procedure for the SDL, and proved using by 
the actual failure analysis of LSI marginal failure performed by SDL. 
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